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(54) Verfahren zur Herstellung einer nanokristallinen CuSCN-Schicht auf einem Substrat

(57)  Beidem Verfahren zurHerstellung einer diinnen
nanokristallinen CuSCN-Schicht auf einem Substrat mit-
tels chemischer Badabscheidung wird erfindungsgemaf
zunachst eine Substratvorbehandlung zur Aktivierung
der Oberflache durchgefiihrt und anschlieRend das Sub-

strat und die wassrige Losung auf unterschiedliche Tem-
peraturen eingestellt, wobei die Temperatur des Sub-
strats héher eingestellt wird als die Temperatur der L6-
sung, und eine wassrige Losung mit 0,1 bis 200 mM Cu
(I)- und SCN-lonen verwendet wird.
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